
Lernfeld 11 – Zeit: 35 min 
 

*** Grundlagen der Halbleiterelektronik *** 

 
 

Datum: _______ 

 
 

Name: ___________________________ 
 

 
 max. erreichbare Punkte Faktor max. Punktzahl Summe 
  3 ungebundene Aufgaben (je 10 Punkte) 30 x 1,5 45 
  6 gebundene Aufgaben     (je 1 Punkt)   6 x 2,5 15 

60 
 
 
 

Ungebundene Aufgaben 
 

 

1.  
a) Übertragen Sie die Durchlasskennlinie einer Diode aus 
    dem nebenstehenden halblogarithmischen Diagramm in 
    das untenstehende Diagramm mit linearer Achsenteilung. 
 
b) Auf dem Datenblatt der Diode ist eine maximale Verlust- 
    leistung von 500 mW angegeben. Die Diode wird an eine  
    Batterie mit U=1,5 V in Durchlassrichtung angeschlossen.  
    Zeigen Sie zeichnerisch, dass die Diode hierdurch zerstört  
    wird. 
 
c) Zur Strombegrenzung wird nun ein Vorwiderstand von  
    R=2Ω vorgeschaltet. Welche Durchlassspannung und 
    welcher Durchlassstrom stellt sich hierdurch ein? 
 

     
 

 

2. In der dargestellten Transistorschaltung wird die Basis-
Emitter-Spannung über einen Basisspannungsteiler auf 
0,6 V voreingestellt. Dadurch fließt Strom durch den Tran-
sistor. Der Transistor erwärmt sich, der Widerstand der 
Basis-Emitterstrecke sinkt, wodurch wiederum der Basis-
strom und demzufolge auch der Kollektorstrom steigt. Der 
Arbeitspunkt verschiebt sich. 
 
Durch Ersatz des ohmschen Widerstanders R2 durch 
einen NTC-Widerstand - der nahe am Transistor montiert 
wird - lässt sich diesem Effekt entgegenwirken (Arbeits-
punktstabilisierung). Erläutern Sie warum. 
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Gebundene Aufgaben 
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Viel Erfolg! Summe: 60 Punkte           Erreichte Punktzahl: 
 


